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【手続補正１】
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【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　プロセッサベースシステムのための母線選択回路であって、
　論理領域に論理電力を供給するように構成された論理電源から前記論理電力を受けるよ
うに構成された論理母線に結合された論理電力入力部と、
　メモリ電源からメモリ電力を受けるように構成されたメモリ母線に結合されたメモリ電
力入力部と、
　メモリ領域の中の少なくとも1つのメモリアレイに結合されたアレイ母線に結合された
アレイ電力出力部と、
　制御回路であって、
　　前記論理母線における動作電圧が前記メモリ領域の最小動作電圧以上であることに応
答して、前記論理母線を前記アレイ母線に結合させるために前記論理電力入力部を前記ア
レイ電力出力部に結合させ、
　　前記論理母線における前記動作電圧が前記メモリ領域の前記最小動作電圧未満である
ことに応答して、前記メモリ母線を前記アレイ母線に結合させるために前記メモリ電力入
力部を前記アレイ電力出力部に結合させるように構成された制御回路とを備え、
　　前記制御回路が、
　　　前記論理電力入力部に結合された論理電力選択回路であって、前記論理母線におけ
る前記動作電圧が前記メモリ領域の前記最小動作電圧以上であることに応答して、前記論
理母線を前記アレイ母線に結合させるように構成された論理電力選択回路と、
　　　短絡を作成することなく同時に前記論理電力選択回路とメモリ電力選択回路との両
方がそれぞれの母線を前記アレイ母線に結合され得るように、前記メモリ電力入力部に結
合されたメモリ電力選択回路であって、前記論理母線における前記動作電圧が前記メモリ
領域の前記最小動作電圧未満であることに応答して、前記メモリ母線を前記アレイ母線に
結合させるように構成されたメモリ電力選択回路とを備える、
　母線選択回路。
【請求項２】
　前記制御回路が、前記少なくとも1つのメモリアレイの固有デカップリング静電容量を
前記論理母線に結合された前記論理領域に結合させるために、前記少なくとも1つのメモ
リアレイの前記固有デカップリング静電容量を前記論理母線に結合させるようにさらに構
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成される、請求項1に記載の母線選択回路。
【請求項３】
　前記制御回路が、
　前記論理母線における前記動作電圧が前記メモリ領域の前記最小動作電圧未満であるこ
とに応答して、前記論理母線を前記アレイ母線から減結合させるために前記論理電力入力
部を前記アレイ電力出力部から減結合させ、
　前記論理母線における前記動作電圧が前記メモリ領域の前記最小動作電圧以上であるこ
とに応答して、前記メモリ母線を前記アレイ母線から減結合させるために前記メモリ電力
入力部を前記アレイ電力出力部から減結合させるようにさらに構成される、
　請求項1に記載の母線選択回路。
【請求項４】
　前記制御回路が、前記論理母線における前記動作電圧が前記メモリ領域の前記最小動作
電圧以上であることに応答して、前記論理母線を前記アレイ母線に結合させるために前記
論理電力入力部を前記アレイ電力出力部に結合させることと、前記メモリ母線を前記アレ
イ母線から減結合させるために前記メモリ電力入力部を前記アレイ電力出力部から減結合
させることとを同時に行うように構成される、請求項3に記載の母線選択回路。
【請求項５】
　前記制御回路が、前記論理母線における前記動作電圧が前記メモリ領域の前記最小動作
電圧未満であることに応答して、前記メモリ母線を前記アレイ母線に結合させるために前
記メモリ電力入力部を前記アレイ電力出力部に結合させることと、前記論理母線を前記ア
レイ母線から減結合させるために前記論理電力入力部を前記アレイ電力出力部から減結合
させることとを同時に行うように構成される、請求項3に記載の母線選択回路。
【請求項６】
　選択制御回路であって、
　　前記論理母線における前記動作電圧が前記メモリ領域の前記最小動作電圧未満である
ことに応答してメモリ選択イネーブル状態を示す、メモリ選択信号を受信し、
　　前記メモリ選択信号が前記メモリ選択イネーブル状態を示すことに応答して、メモリ
メイク状態を示すメモリメイク信号を生成し、
　　前記論理母線における前記動作電圧が前記メモリ領域の前記最小動作電圧以上である
ことに応答して論理選択イネーブル状態を示す、論理選択信号を受信し、
　　前記論理選択信号が前記論理選択イネーブル状態を示すことに応答して、論理メイク
状態を示す論理メイク信号を生成するように構成された選択制御回路と、
　メモリパスゲートを備える前記メモリ電力選択回路であって、
　　前記メモリ電力入力部および前記アレイ電力出力部に結合された第1のメモリ電力ト
ランジスタであって、前記メモリメイク信号を受信し、メモリ母線イネーブル信号がメモ
リ母線イネーブル状態を示すことに応答して、第1のメモリ電力インピーダンス経路を介
して前記メモリ電力入力部から前記アレイ電力出力部に前記メモリ電力を供給するように
構成された第1のメモリ電力トランジスタと、
　　前記メモリ電力入力部および前記アレイ電力出力部に結合された第2のメモリ電力ト
ランジスタであって、前記メモリ母線イネーブル信号を受信し、前記メモリメイク信号が
前記メモリメイク状態を示すことに応答して、前記第1のメモリ電力インピーダンス経路
よりも高いインピーダンスを有する第2のメモリ電力インピーダンス経路を介して、前記
メモリ電力入力部から前記アレイ電力出力部に前記メモリ電力を供給するように構成され
た第2のメモリ電力トランジスタとを備える前記メモリ電力選択回路と、
　メモリパスゲートを備える前記論理電力選択回路であって、
　　前記論理電力入力部および前記アレイ電力出力部に結合された第1の論理電力トラン
ジスタであって、前記論理メイク信号を受信し、論理母線イネーブル信号が論理母線イネ
ーブル状態を示すことに応答して、第1の論理電力インピーダンス経路を介して前記論理
電力入力部から前記アレイ電力出力部に前記論理電力を供給するように構成された第1の
論理電力トランジスタと、



(3) JP 2018-512683 A5 2018.7.26

　　前記論理電力入力部および前記アレイ電力出力部に結合された第2の論理電力トラン
ジスタであって、前記論理母線イネーブル信号を受信し、前記論理メイク信号が前記論理
メイク状態を示すことに応答して、前記第1の論理電力インピーダンス経路よりも高いイ
ンピーダンスを有する第2の論理電力インピーダンス経路を介して、前記論理電力入力部
から前記アレイ電力出力部に前記論理電力を供給するように構成された第2の論理電力ト
ランジスタとを備える前記論理電力選択回路と
　をさらに備える、請求項3に記載の母線選択回路。
【請求項７】
　前記論理電力選択回路が、前記論理母線における前記動作電圧が前記メモリ領域の前記
最小動作電圧以上であることに応答して、前記メモリ母線を前記アレイ母線から減結合さ
せるために前記メモリ電力入力部を前記アレイ電力出力部から減結合させるように前記メ
モリ電力選択回路を制御する前に、前記論理母線を前記アレイ母線に結合させるために前
記論理電力入力部を前記アレイ電力出力部に結合させるように構成される、請求項1に記
載の母線選択回路。
【請求項８】
　前記メモリ電力選択回路が、前記論理母線における前記動作電圧が前記メモリ領域の前
記最小動作電圧未満であることに応答して、前記論理母線を前記アレイ母線から減結合さ
せるために前記論理電力入力部を前記アレイ電力出力部から減結合させるように前記論理
電力選択回路を制御する前に、前記メモリ母線を前記アレイ母線に結合させるために前記
メモリ電力入力部を前記アレイ電力出力部に結合させるように構成される、請求項1に記
載の母線選択回路。
【請求項９】
　前記制御回路が、
　メモリ母線イネーブル信号を受信することであって、前記メモリ母線イネーブル信号が
、前記論理母線における前記動作電圧が前記メモリ領域の前記最小動作電圧未満であるこ
とに応答してメモリ母線イネーブル状態を示すことと、
　論理母線イネーブル信号を受信することであって、前記論理母線イネーブル信号が、前
記論理母線における前記動作電圧が前記メモリ領域の前記最小動作電圧以上であることに
応答して論理母線イネーブル状態を示すこととを行うようにさらに構成され、
　前記メモリ電力選択回路が、前記メモリ母線イネーブル信号が前記メモリ母線イネーブ
ル状態を示すことに基づいて、前記メモリ母線を前記アレイ母線に結合させるように構成
され、
　前記論理電力選択回路が、前記論理母線イネーブル信号が前記論理母線イネーブル状態
を示すことに基づいて、前記論理母線を前記アレイ母線に結合させるように構成される、
　請求項1に記載の母線選択回路。
【請求項１０】
　選択制御回路であって、
　　前記論理母線における前記動作電圧が前記メモリ領域の前記最小動作電圧以上である
ことに応答して論理高インピーダンス経路を示すとともに、前記論理母線における前記動
作電圧が前記メモリ領域の前記最小動作電圧未満であることに応答してメモリ高インピー
ダンス経路を示す、高インピーダンス経路選択信号を受信し、
　　前記論理母線における前記動作電圧が前記メモリ領域の前記最小動作電圧以上である
ことに応答して論理選択イネーブル状態を示すとともに、前記論理母線における前記動作
電圧が前記メモリ領域の前記最小動作電圧未満であることに応答してメモリ選択イネーブ
ル状態を示す、論理/メモリトグル信号を受信し、
　　前記高インピーダンス経路選択信号が前記メモリ高インピーダンス経路を示すこと、
および前記論理/メモリトグル信号が前記メモリ選択イネーブル状態を示すことに応答し
て、メモリメイク状態を示すメモリメイク信号を生成し、
　　前記高インピーダンス経路選択信号が前記論理高インピーダンス経路を示すこと、お
よび前記論理/メモリトグル信号が前記論理選択イネーブル状態を示すことに応答して、
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論理メイク状態を示す論理メイク信号を生成するように構成された選択制御回路と、
　メモリパスゲートを備える前記メモリ電力選択回路であって、
　　前記メモリ電力入力部および前記アレイ電力出力部に結合された第1のメモリ電力ト
ランジスタであって、前記メモリメイク信号を受信し、前記メモリメイク信号が前記メモ
リメイク状態を示すことに応答して、第1のメモリ電力インピーダンス経路を介して前記
メモリ電力入力部から前記アレイ電力出力部に前記メモリ電力を供給するように構成され
た第1のメモリ電力トランジスタと、
　　前記メモリ電力入力部および前記アレイ電力出力部に結合された第2のメモリ電力ト
ランジスタであって、メモリ母線イネーブル信号を受信し、前記メモリメイク信号に応答
して、前記第1のメモリ電力インピーダンス経路よりも高いインピーダンスを有する第2の
メモリ電力インピーダンス経路を介して、前記メモリ電力入力部から前記アレイ電力出力
部に前記メモリ電力を供給するように構成された第2のメモリ電力トランジスタとを備え
る前記メモリ電力選択回路と、
　メモリパスゲートを備える前記論理電力選択回路であって、
　　前記論理電力入力部および前記アレイ電力出力部に結合された第1の論理電力トラン
ジスタであって、前記論理メイク信号を受信し、前記論理メイク信号が前記論理メイク状
態を示すことに応答して、第1の論理電力インピーダンス経路を介して前記論理電力入力
部から前記アレイ電力出力部に前記論理電力を供給するように構成された第1の論理電力
トランジスタと、
　　前記論理電力入力部および前記アレイ電力出力部に結合された第2の論理電力トラン
ジスタであって、論理母線イネーブル信号を受信し、前記論理メイク信号に応答して、前
記第1の論理電力インピーダンス経路よりも高いインピーダンスを有する第2の論理電力イ
ンピーダンス経路を介して、前記論理電力入力部から前記アレイ電力出力部に前記論理電
力を供給するように構成された第2の論理電力トランジスタとを備える前記論理電力選択
回路と
　をさらに備える、請求項1に記載の母線選択回路。
【請求項１１】
　前記選択制御回路が、
　前記高インピーダンス経路選択信号が前記論理高インピーダンス経路を示すこと、およ
び前記論理/メモリトグル信号が前記論理選択イネーブル状態を示すことに応答して、メ
モリブレーク状態を示す前記メモリメイク信号を生成し、
　前記高インピーダンス経路選択信号が前記メモリ高インピーダンス経路を示すこと、お
よび前記論理/メモリトグル信号が前記メモリ選択イネーブル状態を示すことに応答して
、論理ブレーク状態を示す前記論理メイク信号を生成するようにさらに構成される、
　請求項10に記載の母線選択回路。
【請求項１２】
　前記選択制御回路が、前記論理選択イネーブル状態を示す前記論理/メモリトグル信号
の受信に応答して、メモリブレーク状態を示す前記メモリメイク信号を生成するようにさ
らに構成される、請求項10に記載の母線選択回路。
【請求項１３】
　前記メモリ母線と前記アレイ母線との間に結合されたメモリ保持回路をさらに備え、前
記メモリ保持回路が、前記メモリ母線と前記論理母線との間の相互伝導電流を低減するた
めに、前記メモリ母線を前記アレイ母線にダイオード電圧降下モードで結合させるように
メモリ保持信号によって制御されるように構成される、請求項1に記載の母線選択回路。
【請求項１４】
　システムオンチップ(SoC)の中に統合された請求項1に記載の母線選択回路。
【請求項１５】
　セットトップボックス、エンターテインメントユニット、ナビゲーションデバイス、通
信デバイス、固定ロケーションデータユニット、モバイルロケーションデータユニット、
モバイルフォン、セルラーフォン、スマートフォン、タブレット、ファブレット、コンピ
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ュータ、ポータブルコンピュータ、デスクトップコンピュータ、サーバコンピュータ、携
帯情報端末(PDA)、モニタ、コンピュータモニタ、テレビ、チューナ、ラジオ、衛星ラジ
オ、音楽プレーヤ、デジタル音楽プレーヤ、ポータブル音楽プレーヤ、デジタルビデオプ
レーヤ、ビデオプレーヤ、デジタルビデオディスク(DVD)プレーヤ、ポータブルデジタル
ビデオプレーヤ、および自動車からなる群から選択されるデバイスの中に統合された請求
項1に記載の母線選択回路。
【請求項１６】
　プロセッサベースシステムのための母線選択回路であって、
　論理電源から電力を受けるように構成された論理母線に結合するための手段と、
　メモリ電源から電力を受けるように構成されたメモリ母線に結合するための手段と、
　メモリ領域の中の少なくとも1つのメモリアレイに結合されたアレイ母線に結合するた
めの手段と、
　制御回路であって、
　　前記論理母線における動作電圧が前記メモリ領域の最小動作電圧以上であることに応
答して前記論理母線を前記アレイ母線に結合させるように構成された、前記論理母線に結
合するための前記手段を前記アレイ母線に結合するための前記手段に結合させるための手
段と、
　　前記論理母線における前記動作電圧が前記メモリ領域の前記最小動作電圧未満である
ことに応答して前記メモリ母線を前記アレイ母線に結合させるように構成された、前記メ
モリ母線に結合するための前記手段を前記アレイ母線に結合するための前記手段に結合さ
せるための手段と、
　　前記論理母線に結合するための前記手段に結合された論理電力選択回路であって、前
記論理母線における前記動作電圧が前記メモリ領域の前記最小動作電圧以上であることに
応答して、前記論理母線を前記アレイ母線に結合させるように構成された論理電力選択回
路と、
　　短絡を作成することなく同時に前記論理電力選択回路とメモリ電力選択回路との両方
がそれぞれの母線を前記アレイ母線に結合され得るように、前記メモリ母線に結合するた
めの前記手段に結合されたメモリ電力選択回路であって、前記論理母線における前記動作
電圧が前記メモリ領域の前記最小動作電圧未満であることに応答して、前記メモリ母線を
前記アレイ母線に結合させるように構成されたメモリ電力選択回路とを備える制御回路と
　を備える母線選択回路。
【請求項１７】
　論理母線またはメモリ母線から少なくとも1つのメモリアレイに電力を結合させるため
に、プロセッサベースシステムにおける前記少なくとも1つのメモリアレイに結合された
アレイ母線に前記論理母線および前記メモリ母線を選択的に結合させるための方法であっ
て、
　論理電源から前記論理母線を介して論理電力を受けるステップと、
　メモリ電源から前記メモリ母線を介してメモリ電力を受けるステップと、
　前記論理母線における動作電圧がメモリ領域の最小動作電圧以上であることに応答して
、前記受けた論理電力を前記アレイ母線に供給するために、前記メモリ領域の中の少なく
とも1つのメモリアレイに結合された前記アレイ母線に前記論理母線を結合させるステッ
プと、
　前記論理母線における前記動作電圧が前記メモリ領域の前記最小動作電圧未満であるこ
とに応答して、前記受けたメモリ電力を前記アレイ母線に供給するために、前記メモリ領
域の中の前記少なくとも1つのメモリアレイに結合された前記アレイ母線に前記メモリ母
線を結合させるステップと、
　前記論理母線における前記動作電圧が前記メモリ領域の前記最小動作電圧以上であるこ
とに応答して、前記論理母線を前記アレイ母線に結合させるように構成された、論理電力
選択回路を使用するステップと、
　短絡を作成することなく同時に前記論理電力選択回路とメモリ電力選択回路との両方が
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それぞれの母線を前記アレイ母線に結合され得るように、前記論理母線における前記動作
電圧が前記メモリ領域の前記最小動作電圧未満であることに応答して、前記メモリ母線を
前記アレイ母線に結合させるように構成された、メモリ電力選択回路を使用するステップ
と
　を備える方法。
【請求項１８】
　前記論理母線における前記動作電圧が前記メモリ領域の前記最小動作電圧未満であるこ
とに応答して、前記論理母線を前記アレイ母線から減結合させるステップと、
　前記論理母線における前記動作電圧が前記メモリ領域の前記最小動作電圧以上であるこ
とに応答して、前記メモリ母線を前記アレイ母線から減結合させるステップと
　をさらに備える、請求項17に記載の方法。
【請求項１９】
　前記論理母線における前記動作電圧が前記メモリ領域の前記最小動作電圧以上であるこ
とに応答して、前記論理母線を前記アレイ母線に結合させるステップと前記メモリ母線を
前記アレイ母線から減結合させるステップとを同時に行うことを備える、請求項18に記載
の方法。
【請求項２０】
　前記論理母線における前記動作電圧が前記メモリ領域の前記最小動作電圧未満であるこ
とに応答して、前記メモリ母線を前記アレイ母線に結合させるステップと前記論理母線を
前記アレイ母線から減結合させるステップとを同時に行うことを備える、請求項18に記載
の方法。
【請求項２１】
　前記論理母線における前記動作電圧が前記メモリ領域の前記最小動作電圧以上であるこ
とに応答して、前記メモリ母線を前記アレイ母線から減結合させる前に前記論理母線を前
記アレイ母線に結合させるステップを備える、請求項18に記載の方法。
【請求項２２】
　前記論理母線における前記動作電圧が前記メモリ領域の前記最小動作電圧未満であるこ
とに応答して、前記論理母線を前記アレイ母線から減結合させる前に前記メモリ母線を前
記アレイ母線に結合させるステップを備える、請求項18に記載の方法。
【請求項２３】
　(a)前記論理母線における前記動作電圧が前記メモリ領域の前記最小動作電圧未満であ
ることに応答してメモリ高インピーダンス経路を示す、高インピーダンス経路選択信号を
受信するステップと、
　(b)前記論理母線における前記動作電圧が前記メモリ領域の前記最小動作電圧未満であ
ることに応答してメモリ選択イネーブル状態を示す、論理/メモリトグル信号を受信する
ステップと、
　(c)前記高インピーダンス経路選択信号が前記メモリ高インピーダンス経路を示すこと
、および前記論理/メモリトグル信号が前記メモリ選択イネーブル状態を示すことに応答
して、メモリメイク状態を示すメモリメイク信号を生成するステップと、
　(d)前記メモリメイク信号が前記メモリメイク状態を示すことに応答して、第1のメモリ
電力インピーダンス経路を介してメモリ電力入力部とアレイ電力出力部とを結合させるス
テップと、
　(e)前記メモリメイク信号に応答して、前記第1のメモリ電力インピーダンス経路よりも
高いインピーダンスを有する第2のメモリ電力インピーダンス経路を介して、前記メモリ
電力入力部と前記アレイ電力出力部とを結合させるステップと
　をさらに備える、請求項17に記載の方法。
【請求項２４】
　ステップ(d)を実行する前にステップ(e)を実行することを備える、請求項23に記載の方
法。
【請求項２５】
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　(f)前記高インピーダンス経路選択信号が論理高インピーダンス経路を示すこと、およ
び前記論理/メモリトグル信号が論理選択イネーブル状態を示すことに応答して、メモリ
ブレーク状態を示す前記メモリメイク信号を生成するステップと、
　(g)メモリ母線イネーブル信号がメモリ母線ディスエーブル状態を示すこと、および前
記メモリメイク信号が前記メモリブレーク状態を示すことに応答して、前記第1のメモリ
電力インピーダンス経路を介して前記メモリ母線から前記アレイ母線に前記メモリ電力を
減結合させるステップと、
　(h)前記メモリメイク信号が前記メモリブレーク状態を示すことに応答して、前記第2の
メモリ電力インピーダンス経路を介して前記メモリ母線から前記アレイ母線に前記メモリ
電力を減結合させるステップと
　をさらに備える、請求項23に記載の方法。
【請求項２６】
　ステップ(h)を実行する前にステップ(g)を実行することを備える、請求項25に記載の方
法。
【請求項２７】
　(a)前記論理母線における前記動作電圧が前記メモリ領域の前記最小動作電圧以上であ
ることに応答して論理高インピーダンス経路を示す、高インピーダンス経路選択信号を受
信するステップと、
　(b)前記論理母線における前記動作電圧が前記メモリ領域の前記最小動作電圧以上であ
ることに応答して論理選択イネーブル状態を示す、論理/メモリトグル信号を受信するス
テップと、
　(c)前記高インピーダンス経路選択信号が前記論理高インピーダンス経路を示すこと、
および前記論理/メモリトグル信号が前記論理選択イネーブル状態を示すことに応答して
、論理メイク状態を示す論理メイク信号を生成するステップと、
　(d)前記論理メイク信号が前記論理メイク状態を示すことに応答して、第1の論理電力イ
ンピーダンス経路を介して論理電力入力部とアレイ電力出力部とを結合させるステップと
、
　(e)前記論理メイク信号に応答して、前記第1の論理電力インピーダンス経路よりも高い
インピーダンスを有する第2の論理電力インピーダンス経路を介して、前記論理電力入力
部と前記アレイ電力出力部とを結合させるステップと
　をさらに備える、請求項17に記載の方法。
【請求項２８】
　ステップ(e)を実行する前にステップ(d)を実行することを備える、請求項27に記載の方
法。
【請求項２９】
　(f)前記高インピーダンス経路選択信号がメモリ高インピーダンス経路を示すこと、お
よび前記論理/メモリトグル信号がメモリ選択イネーブル状態を示すことに応答して、論
理ブレーク状態を示す前記論理メイク信号を生成するステップと、
　(g)論理母線イネーブル信号が論理母線ディスエーブル状態を示すこと、および前記論
理メイク信号が前記論理ブレーク状態を示すことに応答して、前記第1の論理電力インピ
ーダンス経路を介して前記論理母線から前記アレイ母線に前記論理電力を減結合させるス
テップと、
　(h)前記論理メイク信号が前記論理ブレーク状態を示すことに応答して、前記第2の論理
電力インピーダンス経路を介して前記論理母線から前記アレイ母線に前記論理電力を減結
合させるステップと
　をさらに備える、請求項27に記載の方法。
【請求項３０】
　ステップ(g)を実行する前にステップ(h)を実行することを備える、請求項29に記載の方
法。
【請求項３１】
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　(a)前記論理母線における前記動作電圧が前記メモリ領域の前記最小動作電圧未満であ
ることに応答してメモリ選択イネーブル状態を示す、メモリ選択信号を受信するステップ
と、
　(b)前記メモリ選択信号が前記メモリ選択イネーブル状態を示すことに応答して、メモ
リメイク状態を示すメモリメイク信号を生成するステップと、
　(c)メモリ母線イネーブル信号がメモリ母線イネーブル状態を示すことに応答して、第1
のメモリ電力インピーダンス経路を介してメモリ電力入力部とアレイ電力出力部とを結合
させるステップと、
　(d)前記メモリメイク信号が前記メモリメイク状態を示すことに応答して、前記第1のメ
モリ電力インピーダンス経路よりも高いインピーダンスを有する第2のメモリ電力インピ
ーダンス経路を介して、前記メモリ電力入力部と前記アレイ電力出力部とを結合させるス
テップと
　をさらに備える、請求項17に記載の方法。
【請求項３２】
　ステップ(d)を実行する前にステップ(c)を実行することを備える、請求項31に記載の方
法。
【請求項３３】
　(e)前記論理母線における前記動作電圧が前記メモリ領域の前記最小動作電圧以上であ
ることに応答してメモリ選択ディスエーブル状態を示す、前記メモリ選択信号を受信する
ステップと、
　(f)前記メモリ選択信号が前記メモリ選択ディスエーブル状態を示すことに応答して、
メモリブレーク状態を示す前記メモリメイク信号を生成するステップと、
　(g)前記メモリ母線イネーブル信号がメモリ母線ディスエーブル状態を示すことに応答
して、前記第1のメモリ電力インピーダンス経路を介して前記メモリ電力入力部と前記ア
レイ電力出力部とを減結合させるステップと、
　(h)前記メモリメイク信号が前記メモリブレーク状態を示すことに応答して、前記第1の
メモリ電力インピーダンス経路よりも高いインピーダンスを有する前記第2のメモリ電力
インピーダンス経路を介して、前記メモリ電力入力部と前記アレイ電力出力部とを減結合
させるステップと
　をさらに備える、請求項31に記載の方法。
【請求項３４】
　ステップ(g)を実行する前にステップ(h)を実行することを備える、請求項33に記載の方
法。
【請求項３５】
　(e)前記論理母線における前記動作電圧が前記メモリ領域の前記最小動作電圧以上であ
ることに応答して論理選択イネーブル状態を示す、論理選択信号を受信するステップと、
　(f)前記論理選択信号が前記論理選択イネーブル状態を示すことに応答して、論理メイ
ク状態を示す論理メイク信号を生成するステップと、
　(g)前記論理メイク信号が前記論理メイク状態を示すことに応答して、第1の論理電力イ
ンピーダンス経路を介して論理電力入力部と前記アレイ電力出力部とを結合させるステッ
プと、
　(h)論理母線イネーブル信号が論理母線イネーブル状態を示すことに応答して、前記第1
の論理電力インピーダンス経路よりも高いインピーダンスを有する第2の論理電力インピ
ーダンス経路を介して、前記論理電力入力部と前記アレイ電力出力部とを結合させるステ
ップと
　をさらに備える、請求項31に記載の方法。
【請求項３６】
　ステップ(h)を実行する前にステップ(g)を実行することを備える、請求項35に記載の方
法。
【請求項３７】
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　(e)前記論理母線における前記動作電圧が前記メモリ領域の前記最小動作電圧未満であ
ることに応答して論理選択ディスエーブル状態を示す、論理選択信号を受信するステップ
と、
　(f)前記論理選択信号が前記論理選択ディスエーブル状態を示すことに応答して、論理
ブレーク状態を示す論理メイク信号を生成するステップと、
　(g)論理母線イネーブル信号が論理母線ディスエーブル状態を示すことに応答して、第1
の論理電力インピーダンス経路を介して論理電力入力部と前記アレイ電力出力部とを減結
合させるステップと、
　(h)前記論理メイク信号が前記論理ブレーク状態を示すことに応答して、前記第1の論理
電力インピーダンス経路よりも高いインピーダンスを有する第2の論理電力インピーダン
ス経路を介して、前記論理電力入力部と前記アレイ電力出力部とを減結合させるステップ
と
　をさらに備える、請求項31に記載の方法。
【請求項３８】
　ステップ(g)を実行する前にステップ(h)を実行することを備える、請求項37に記載の方
法。
【請求項３９】
　プロセッサベースシステムのための母線制御システムであって、
　母線制御回路であって、
　　論理電源から論理電力を受けるとともに前記受けた論理電力を論理領域に供給する論
理母線における動作電圧がメモリ領域の最小動作電圧未満であることに応答して、メモリ
母線イネーブル状態を示すメモリ母線イネーブル信号を生成することと、
　　論理母線イネーブル信号を生成することであって、前記論理母線における前記動作電
圧が前記メモリ領域の前記最小動作電圧以上であることに応答して、前記論理母線イネー
ブル信号が論理母線イネーブル状態を示すこととを行うように構成された母線制御回路と
、
　母線選択回路であって、
　　前記論理母線イネーブル信号が前記論理母線イネーブル状態を示すことに応答して、
少なくとも1つのメモリアレイに前記論理電力を供給するために、前記論理電源から前記
論理電力を受ける前記論理母線を前記メモリ領域の中の前記少なくとも1つのメモリアレ
イに結合されたアレイ母線に結合させ、
　　前記メモリ母線イネーブル信号が前記メモリ母線イネーブル状態を示すことに応答し
て、前記少なくとも1つのメモリアレイにメモリ電力を供給するために、メモリ電源から
前記メモリ電力を受けるメモリ母線を前記メモリ領域の中の前記少なくとも1つのメモリ
アレイに結合された前記アレイ母線に結合させるように構成された母線選択回路とを備え
、
　　前記母線選択回路が、
　　　前記論理母線イネーブル信号が前記論理母線イネーブル状態を示すことに応答して
、前記論理母線を前記アレイ母線に結合させるように構成された論理電力選択回路と、
　　　短絡を作成することなく同時に前記論理電力選択回路とメモリ電力選択回路との両
方がそれぞれの母線を前記アレイ母線に結合され得るように、前記メモリ母線イネーブル
信号が前記メモリ母線イネーブル状態を示すことに応答して、前記メモリ母線を前記アレ
イ母線に結合させるように構成されたメモリ電力選択回路とを備える、
　母線制御システム。
【請求項４０】
　前記母線選択回路が、前記少なくとも1つのメモリアレイの固有デカップリング静電容
量を前記論理領域に結合させるために、前記論理母線を前記少なくとも1つのメモリアレ
イに結合させるように構成される、請求項39に記載の母線制御システム。
【請求項４１】
　前記母線制御回路が、



(10) JP 2018-512683 A5 2018.7.26

　　前記論理電源から前記論理電力を受けるとともに前記受けた論理電力を前記論理領域
に供給する前記論理母線における前記動作電圧が前記メモリ領域の前記最小動作電圧以上
であることに応答して、メモリ母線ディスエーブル状態を示す前記メモリ母線イネーブル
信号を生成し、
　　前記論理母線における前記動作電圧が前記メモリ領域の前記最小動作電圧未満である
ことに応答して、論理母線ディスエーブル状態を示す前記論理母線イネーブル信号を生成
するようにさらに構成され、
　前記母線選択回路が、
　　前記論理母線イネーブル信号が前記論理母線ディスエーブル状態を示すことに応答し
て、前記論理電力を受ける前記論理母線を前記アレイ母線から減結合させ、
　　前記メモリ母線イネーブル信号が前記メモリ母線ディスエーブル状態を示すことに応
答して、前記メモリ母線を前記アレイ母線から減結合させるようにさらに構成される、
　請求項39に記載の母線制御システム。
【請求項４２】
　前記母線選択回路が、前記論理母線イネーブル信号が前記論理母線イネーブル状態を示
すこと、および前記メモリ母線イネーブル信号が前記メモリ母線ディスエーブル状態を示
すことに応答して、前記論理母線を前記アレイ母線に結合させるために、前記論理母線に
結合された論理電力入力部を前記アレイ母線に結合されたアレイ電力出力部に結合させる
ことと、前記メモリ母線を前記アレイ母線から減結合させるために、メモリ電力入力部を
前記アレイ電力出力部から減結合させることとを同時に行うように構成される、請求項41
に記載の母線制御システム。
【請求項４３】
　前記母線選択回路が、前記論理母線イネーブル信号が前記論理母線ディスエーブル状態
を示すこと、および前記メモリ母線イネーブル信号が前記メモリ母線イネーブル状態を示
すことに応答して、前記メモリ母線を前記アレイ母線に結合させるために、前記メモリ母
線に結合されたメモリ電力入力部を前記アレイ母線に結合されたアレイ電力出力部に結合
させることと、前記論理母線を前記アレイ母線から減結合させるために、論理電力入力部
を前記アレイ電力出力部から減結合させることとを同時に行うように構成される、請求項
41に記載の母線制御システム。
【請求項４４】
　前記母線制御回路が、前記メモリ母線イネーブル状態を示す前記メモリ母線イネーブル
信号を生成する前に、前記論理母線イネーブル状態を示す前記論理母線イネーブル信号を
生成するようにさらに構成される、請求項39に記載の母線制御システム。
【請求項４５】
　前記母線制御回路が、前記論理母線イネーブル状態を示す前記論理母線イネーブル信号
を生成する前に、前記メモリ母線イネーブル状態を示す前記メモリ母線イネーブル信号を
生成するようにさらに構成される、請求項44に記載の母線制御システム。
【請求項４６】
　前記母線制御回路が、前記メモリ母線と前記論理母線との間の相互伝導電流を低減する
ためにダイオード電圧降下モードでメモリ保持信号を生成するようにさらに構成され、
　前記母線選択回路が、前記メモリ母線と前記アレイ母線との間に結合されたメモリ保持
回路をさらに備え、前記メモリ保持回路が、前記メモリ母線と前記論理母線との間の前記
相互伝導電流を低減するために前記メモリ母線を前記アレイ母線に前記ダイオード電圧降
下モードで結合させるように、前記メモリ保持信号によって制御されるように構成される
、
　請求項39に記載の母線制御システム。
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